Streszczenie

Impulsowe przetapianie potprzewodnika podwyzsza znaczgco prog rozpuszczalnosci
domieszek i daje szanse na uzyskanie materialu z posrednim pasmem
domieszkowym. Badania metodg RBS, PIXE i SIMS fosforku galu implantowanego
tytanem pokazujg, ze wygrzewanie impulsowe wigzkg elektronéw prowadzi do
otrzymania silnie domieszkowanej warstwy z odbudowang doskonatg strukturg
krystalograficzna.

Kolejnym problemem jest zbadanie wtasciwosci elektrycznych takiej warstwy.



